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【緒言】GaSe 結晶は、広い透過波長範囲(0.6~20 μm)、高い非線形光学定数(d22=54 pm/V @10.6 μm)、

複屈折性(no=2.9082, ne=2.5676 @1.06 μm)を持っていることから、同軸位相整合による差周波混合

が可能な高効率・広帯域 THz波発生用の非線形光学結晶として期待されている。我々は THz波変

換効率の向上のために、低温成長による点欠陥の抑制、Se蒸気圧制御によるストイキオメトリ制

御が可能な蒸気圧制御温度差液相成長法により GaSe 結晶を成長している。本研究では、変換効率

向上のために、遷移金属添加による GaSe 結晶へのキャリアキラーセンターの導入を試み、

Non-dopeの GaSe結晶と電気的特性について比較し、考察する。 

【実験】Se を飽和溶解させた Ga 溶媒に温度勾配を設定し、Se 蒸気圧を印加しながら GaSe 単結

晶を析出させた。Ga溶媒内には、Feの組成比が 0.28, 0.84, 1.4 at% 、Niについては 0.28, 1.4 at%

になるよう予め溶解させた。成長した結晶は電気的特

性を評価する為にホール係数測定を行い、キャリア濃

度温度依存性、キャリア移動度温度依存性について、

本研究で成長させたNon-dopeのGaSe結晶と比較し、

考察した。 

【結果】図 1 に本研究で成長した Non-dope の GaSe

結晶と Fe 添加(a)と Ni 添加(b)の結晶のキャリア濃度

温度依存性の結果を示す。本研究で成長させた GaSe

結晶の伝導型は全て P 型であった。Fe を添加した

GaSe 結晶はいずれも Non-dope の結晶に比べ、室温

付近のキャリア濃度が小さくなった。Feを 0.28 at%

添加した GaSe結晶には Non-dopeの結晶よりも深い

80 meVのアクセプター準位が形成され、0.84, 1.4 at%

添加した結晶には、32 meV のアクセプター準位が形

成された。Niを 0.28 at%添加した結晶は、41 meVの

準位が形成され室温付近のキャリア濃度がNon-dope

の結晶よりも増加した。Niを 1.4 at%添加した結晶に

ついては 11 meV の準位が形成された。 
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図 1 キャリア濃度温度依存性 

Fe添加:(a), Ni 添加:(b) 
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